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１．概要（Summary） 

薄膜シリコン太陽電池の効率の改善に主に使用されて

いるアモルファスシリコンの結晶化プロセスが重要となる。

本研究では逆層交換型アルミニウム誘起シリコン結晶化

プロセス[1]に着目した。このプロセスは安価なガラス基板

上に a-SiとAlを成膜し加熱することでガラス基板上にAl

層が形成され、サンプル最表面に poly-Si 層が形成され

る。形成されたＡｌ層は裏面電極と裏面反射膜として応用

でき、poly-Si 層は大粒径 Si 結晶層であることから、エピ

タキシャル Si用のシード層として活用が期待される。今回

は従来のプロセスで課題であった poly-Si 層の結晶方位

を制御する為の方位形成メカニズムについて明らかにす

ることを目指し、実験と考察を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

安価なガラス基板(Corning 1737)上にスパッタ装置で

a-Si膜を 400 nm、90 nm成膜した。HF 2％希釈で a-Si

上の酸化膜を取り除いたのち、Al 蒸着機で 13nm の Al

膜を成膜した。このAl膜を大気中で 1時間自然酸化させ

た。この層はカーケンドール効果による Al 層と Si 層によ

る層の混じり合いを防ぐものである。この上に結晶成長す

るシリコン層の膜厚と同じ膜厚の Al 膜をそれぞれ

200nm,45nm(膜厚比a-Si : Al＝2:1)積み、N2雰囲気内

でアニールを行った。測定装置として Electron Back 

Scattering Diffraction (EBSD)を用いた。これは結晶

方位を面方向にマッピングするものであり、結晶方位の変

化から結晶方位形成メカニズムの考察を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1は poly-Si層 200 nm と poly-Si層 45 nmのサ

ンプルを EBSD で測定した結晶方位のマッピング像とな

っている。Poly-Si層の膜厚が薄くなるとSi(111)配向が現

れることから、プリカーサーサンプル時のAl層の最表面が

チャンバー内の酸素によってアニール中に酸化し、

γ-Al2O3を形成したと考察した。γ-Al2O3は Si(111)と格子

不整合が～2.4％[2]であることから、酸化された最表面に

拡散してきた Si が凝集しエピタキシャル成長したことで方

位が(111)面を向いたと考えられる。 

 

 

Fig.1 EBSD mapping of the grown Si layers surfaces with 

various thickness (left:200nm,right:45nm). 
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